FasiMiT

Uberblick zur Fotolithografie
am Beispiel der Herstellung von
integrierten Schaltkreisen
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Chips auf einem Wafer
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Herstellung mikroelektronischer (IC)

Schaltkreis-
entwurf

Mikro-
prozessoren

Speicher-
schaltkreise

Anwendungs-
spezifische
Schaltkreise
(ASIC's)

Scheiben aus monokristallinem
Halbleitermaterial (meist Silicium)

Schaltkreisfertigung

¢ Oxidation

e Diffusion

¢ Ionenimplantation
e Schichtabscheidung
o Atzen

Schaltkreismontage

e Messungen

e Scheibensagen - Chips
e Chipmontage

e Drahtbonden

e Hausen

FasiMiT



m’ Begriff ,,Fotolithografie FasiMiT

Fotolithografie

* Erzeugung einer Lackmaske auf dem
Wafer mit Hilfe eines lichtempfindlichen
Fotolacks (Resist) fur die nachfolgende
Bearbeitung einzelner Gebiete des Wafers.



m Erzeugung einer Lackmaske (1) FasiMiT

» 0LB pm CMOS transistar cross section

Entwurf der Strukturen des IC,
der Leiterbahnen auf einer
Leiterplatte,mikro-
mechanischer Strukturen bei
einem Mikrosystem (Layout)
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Masken
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Belichtung einer
lichtempfindlichen Hilfsschicht
(Fotoresist, Fotolack),
die auf das Substrat (z. B.
Wafer) aufgebracht wurde,
durch die Maske hindurch
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Entwickeln des
Fotolacks

o

Lackmaske

Erzeugung einer Lackmaske (2)

FasiMiT
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bei Positivlack

bei Negativlack
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Chemische Vorgange bei Negativlack FasiMiT

anschliefend:

Entwickeln

mit

Xylol oder anderen
organischen
Losungsmitteln

Vernetzung der Molekule eines Negativlackes beim Belichten

Quelle:
von Miinch: Einfiihrung in die Halbleitertechnologie.
B. G. Teubner, Stuttgart 1993, S. 162



Chemische Vorginge bei Positivlack (1) FasimiT

Bestandteile:

1) Phenolharz (,Novolak®) - Bindemittel Reaktion
beim

2) Fotosensibilisator (Naphthachinondiazide) > Lichtempfindlichkeit ?ﬂisc/}en
S. U.

3) Organisches Losungsmittel (z. B. 3-Methoxybutylacetat) - Einstellung Viskositat
- 0O -

3
SO,Cl = ~In @
CH, _In

Naphthachinondiazid iy

Sulfonyichlorid  Novolak-Kettenmolekdil @sitive Novolakkette
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Thiiringen

Chemische Vorgange bei Positivlack (2)
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Beim Belichten:

Diazogruppe
O

N? /C=O
+ N,
—» @+ H,O

_>.
SO, UV-Licht Rest Rest

CH,
©0H3 —

Bestandteil der
fotosensitiven

Novolakkette Indenkarbonséaure

Karboxyl-
gruppe




. | Chemische Vorgénge bei Positivliack (3) FasiMiT

Beim Entwickeln:

(T o — (I

Rest Rest

+ H,0O

Indenkarbonséaure I6sliches Salz

Anstelle Natronlauge (NaOH) werden heute meist metallionenfreie Entwickler
verwendet (z. B. Tetramethylammoniumhydroxid — TMAH: N(CH,),OH).

Quelle fir Gleichungen zu Positivlack:
Hoppe: Mikroelektronik 2. Vogel Buchverlag,
Wirzburg 1998, S. 214



